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Контроль примесей и дефектов в сильно легированных по­
лупроводниках классическими методами сталкивается с извест­
ными трудностями. Для их разрешения можно использовать 
туннельные р-п-переходы, вольт-амперная характеристика 
(ВАХ) которых содержит малые максимумы избыточного тока,

связанные с наличием 
дефектов структуры. 
Применение техники 
двойного дифферен­
цирования ВАХ по­
зволяет эти максиму­
мы разрешить (рис.1) 
и оценить их величину 
/,„ путем измерения 
глубины минимума на 
кривой второй произ­
водной ВАХ 1{Ц ).
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PncjtHOK 1. Вах и ее' вторая производная 
туннельного диода, о6п5гченного быстры 
мйзпекгранаі«ій(Е=10 МэВ,Ф= б ■ 10*‘ сА#”' )

ТОК, учитывающий концентрацию дефектов N,, сечение захвата 
электронов д„, а также флуктуации потенциала вследствие не­
однородности легирования f

I,„^ A T „N ,5 X ^ {L  + L,) ,
где А =  Атгті !{2 я 1 г У  , Т„ -  прозрачность барьера, Е ' , -  средняя

энергия туннелирующих электронов; L , Еб  -  ширина областей 
поглощения электронов в р-п-переходе и базе.

Определен энергетический спектр остаточных и радиацион­
ных дефектов в сильно легированном GaAs (Ес-0,22; Ес-0,41; 
Ес-0,73; Ev+0,32; Ev+0,10 эВ). Концентрация дефектов, опреде­
ленная настоящим методом, изменяется в исследованных струк­
турах в интервале 10 '*... 10 т  , что по отношению к мел­
ким примесям составляет ю 10 ■
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